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Beschreibung

[0001] Die Erfindung Dbetrift eine Nieder-
druck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem
Entladungsgefal,

welches Entladungsgefall einen Entladungsraum,
der eine Fullung aus Quecksilber und ein Edelgas
enthalt, gasdicht umschlieft,

wobei im Entladungsraum Elektroden zum Erzeugen
und Aufrechterhalten einer Entladung in dem ge-
nannten Entladungsraum angeordnet sind,

und wobei eine Elektrodenabschirmung zumindest
eine der Elektroden zumindest nahezu umgibt.
[0002] In Quecksilberdampfentladungslampen ist
Quecksilber die primare Komponente fir ein (effizien-
tes) Erzeugen von ultraviolettem (UV-)Licht. Eine In-
nenflaiche des Entladungsgefales kann mit einer
Leuchtschicht versehen werden, die einen Leucht-
stoff enthalt (beispielsweise ein Fluoreszenzpulver),
um UV in andere Wellenlangen umzuwandeln, bei-
spielsweise in UV-B und UV-A zum Braunen (Solari-
umlampen) oder in sichtbare Strahlung. Derartige
Entladungslampen werden daher als Leuchtstofflam-
pen bezeichnet.

[0003] Eine Niederdruck-Quecksilberdampfentla-
dungslampe der eingangs erwahnten An ist aus
DE-A 1 060 991 bekannt. In der genannten bekann-
ten Lampe ist die die Elektrode umgebende Elektro-
denabschirmung aus diinnem Titanblech hergestellt.
Indem eine Elektrodenabschirmung verwendet wird,
die auch als Anodenabschirmung oder Kathodenab-
schirmung bezeichnet wird, wird einer Schwarzung
an einer Innenflache des Entladungsgefalles entge-
gengewirkt. In diesem Zusammenhang dient Titan
als Getter fur das chemische Binden von Sauerstoff,
Stickstoff und/oder Kohlenstoff.

[0004] Ein Nachteil bei der Verwendung eines Me-
talls oder einer Metalllegierung ist, dass sie einen
Kurzschluss der Elektrodendrahte bewirken kann.
Auflerdem kdnnen die Metalle in der Elektrodenab-
schirmung mit dem in der Lampe vorhandenen
Quecksilber amalgamieren und somit Quecksilber
absorbieren. Daher erfordert die bekannte Lampe
eine relativ hohe Dosis Quecksilber, um eine geni-
gend lange Nutzlebensdauer zu erhalten. Nichtsach-
gerechte Verarbeitung der bekannten Lampe nach
dem Ende ihrer Nutzlebensdauer hat unglnstige
Auswirkungen auf die Umwelt.

[0005] Der Erfindung liegt als Aufgabe zugrunde,
eine Niederdruck-Quecksilberdampfentladungslam-
pe der eingangs erwahnten Art zu verschaffen, die ei-
nen relativ niedrigen Quecksilberverbrauch aufweist.
[0006] Zur Lésung dieser Aufgabe ist die erfin-
dungsgemale Niederdruck-Quecksilberdampfentla-
dungslampe dadurch gekennzeichnet, dass die Elek-
trodenabschirmung aus einem Keramikmaterial her-
gestellt ist.

[0007] Fur einen guten Betrieb von Nieder-
druck-Quecksilberdampfentladungslampen enthal-
ten die Elektroden derartiger Entladungslampen ein

(Emitter-)Material mit einer niedrigen so genannten
Arbeitsfunktion (Verringerung der Arbeitsfunktions-
spannung), um Elektronen der Entladung zuzufiihren
(Kathodenfunktion) und Elektronen aus der Entla-
dung zum empfangen (Anodenfunktion). Bekannte
Materialien mit einer niedrigen Arbeitsfunktion sind
beispielsweise Barium (Ba), Strontium (Sr) und Calci-
um (Ca). Es ist beobachtet worden, dass beim Be-
trieb von Niederdruck-Quecksilberdampfentladungs-
lampen Material (Barium und Strontium) der Elektro-
de(n) Verflichtigung unterliegt. Es hat sich gezeigt,
dass im Allgemeinen das Emittermaterial auf der In-
nenflache des Entladungsgefales abgeschieden
wird. Es hat sich weiterhin gezeigt, dass das oben ge-
nannte Ba (und Sr), das anderswo in dem Entla-
dungsgefald abgeschieden wird, nicht mehr zum
Lichterzeugungsprozess beitragt. Das abgeschiede-
ne (Emitter-)Material bildet weiterhin quecksilberhal-
tige Amalgame an der Innenflache, wodurch die fir
die Entladung verfligbare Quecksilbermenge (all-
mahlich) abnimmt, was die Nutzlebensdauer der
Lampe nachteilig beeinflussen kann. Um wahrend
der Nutzlebensdauer der Lampe einen solchen
Quecksilberverlust zu kompensieren, ist eine relativ
hohe Dosis an Quecksilber notwendig, was in Hin-
sicht auf den Umweltschutz unerwinscht ist. Die Er-
finder haben erkannt, dass das Vorsehen einer Elek-
trodenabschirmung, die die Elektrode(n) umgibt und
aus einem Keramikmaterial hergestellt ist, die Reak-
tivitdt von Materialien in der Elektrodenabschirmung
relativzu dem in dem Entladungsgefall vorhandenen
Quecksilber verringert, was zur Bildung von Amalga-
men fuhrt (Hg-Ba, Hg-Sr). AuRerdem verhindert die
Verwendung von elektrisch isolierendem Material die
Entwicklung von Kurzschlissen in den Elektroden-
dréhten und/oder in einer Anzahl Windungen der
Elektrode(n). Die bekannte Lampe hat eine Elektro-
denabschirmung aus einem elektroleitenden Materi-
al, das auBerdem relativ einfach ein Amalgam mit
Quecksilber bildet. Der Quecksilberverbrauch der
Entladungslampe wird begrenzt, indem im Wesentli-
chen das Ausmalf verringert wird, in dem das Materi-
al der die Elektrode(n) umgebenden Abschirmung
mit Quecksilber reagiert.

[0008] Die Elektrodenabschirmung selbst sollte
nicht merklich Quecksilber absorbieren. Um dies zu
erreichen, enthalt das Material der Elektronabschir-
mung zumindest ein Oxid aus zumindest einem Ele-
ment der Serie, die von Magnesium, Aluminium, Ti-
tan, Zirkonium, Yttrium und den seltenen Erden gebil-
det wird. Vorzugsweise ist die Elektrodenabschir-
mung aus einem Keramikmaterial hergestellt, das
Aluminiumoxid umfasst. Besonders geeignete Elek-
trodenabschirmungen werden aus so genanntem
dicht gesinterten Al,O, hergestellt, auch als DGA be-
zeichnet. Ein zusatzlicher Vorteil der Verwendung
von Aluminiumoxid ist, dass eine aus einem solchen
Material hergestellte Elektrodenabschirmung gegen
relativ hohe Temperaturen bestandig ist (> 250°C).
Bei solchen relativ hohen Temperaturen besteht ein
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erhohtes Risiko, dass die (mechanische) Starke der
Elektrodenabschirmung abnimmt, wodurch die Form
der Elektrodenabschirmung nachteilig beeinflusst
wird. Wenn ein Metall oder eine Metalllegierung als
Elektrodenabschirmung verwendet wird, wie im Fall
der bekannten Entladungslampe, darf die Tempera-
tur der Elektrodenabschirmung nicht zu hoch zu sein,
um zu verhindern, dass das Metall oder eines der
Metalle der Metalllegierung beginnt sich zu verfor-
men oder zu verdampfen, wodurch unerwinschte
Schwarzung an der Innenflache des Elektrodengefa-
Res auftritt. (Emitter-)Material, das aus der Elektrode
oder den Elektroden stammt und auf einer Elektro-
denabschirmung aus Aluminiumoxid abgeschieden
ist, die auf viel hGherer Temperatur liegt, kann infolge
der genannten hohen Temperatur nicht oder kaum
mit dem in der Entladung vorhandenen Quecksilber
reagieren, sodass die Bildung von quecksilberhalti-
gen Amalgamen zumindest nahezu ausgeschlossen
wird. Auf diese Weise dient die Verwendung einer er-
findungsgemafien Elektrodenabschirmung einem
doppelten Zweck. Einerseits wird wirksam verhindert,
dass das aus der Elektrode oder den Elektroden
stammende Material auf der Innenflache der Entla-
dungslampe abgeschieden wird und andererseits
wird verhindert, dass (Emitter-)Material, das auf der
Elektrodenabschirmung abgeschieden ist, mit dem in
der Entladungslampe vorhandenen Quecksilber
Amalgame bildet. Vorzugsweise Uberschreitet im Be-
trieb die Temperatur der Elektrodenabschirmung
250°C. Ein Vorteil einer solchen relativ hohen Tempe-
ratur ist, dass insbesondere im Anfangsstadium die
Elektrodenabschirmung heiler wird als in der be-
kannten Lampe, wodurch eventuell an der Elektro-
denabschirmung gebundenes Quecksilber schneller
und einfacher freigesetzt wird.

[0009] Ein zusatzlicher Vorteil der Verwendung ei-
ner keramischen Elektrodenabschirmung aus Alumi-
niumoxid, die die Elektrode umgibt, wird in Lampen
erhalten, die mit einem Vorschaltgerat betrieben wer-
den, das gedimmt werden kann, beispielsweise in ei-
nem so genannten hochfrequenzregelnden (HFR-)
Dimmvorschaltgerat, in dem insbesondere bei ge-
dimmten Lichtintensitaten UbermaRige Verdampfung
von Elektrodenemittermaterial auftreten kann, wobei
die genannte Elektrode unter diesen Bedingungen im
Allgemeinen unter Verwendung eines so genannten
LVorstroms" zusatzlich erwarmt wird. Die Elektroden-
abschirmung fangt dieses Material ein und verhindert
wirksam die Bildung von Amalgamen. Daher ist der
Quecksilberverbrauch der Niederdruck-Quecksilber-
dampfentladungslampe begrenzt.

[0010] Die Form der Elektrodenabschirmung und
ihre Position relativ zur Elektrode beeinflussen die
Temperatur der Elektrodenabschirmung. Eine weite-
re Ausfiihrungsform der Niederdruck-Quecksilber-
dampfentladungslampe gemaR der Erfindung ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Elektrodenabschir-
mung réhrenférmig ist. Elektroden in Nieder-
druck-Quecksilberdampfentladungslampen sind im

Allgemeinen langlich und zylindersymmetrisch, bei-
spielsweise eine Spule mit Windungen um eine
Langsachse. Eine réhrenférmige Elektrodenabschir-
mung passt sehr gut zu einer solchen Form der Elek-
trode. Vorzugsweise erstreckt sich eine Symmetrie-
achse der Elektrodenabschirmung im Wesentlichen
parallel zur Langsachse der Elektrode oder fallt nahe-
zu mit dieser zusammen. Im letztgenannten Fall ist
der mittlere Abstand von einer Innenseite der Elektro-
denabschirmung bis zu einer Auflenabmessung der
Elektrode zumindest nahezu konstant.

[0011] Eine besonders bevorzugte Ausflihrungs-
form der Niederdruck-Quecksilberdampfentladungs-
lampe ist gemaR der Erfindung dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein innerer Umfang d, der Elektroden-
abschirmung die Beziehung erfullt:

125xd,<d,<25xd,,

wobei d, ein duflerer Umfang der Elektrode ist. In
dem genannten Gebiet ist die Temperatur der Elek-
trodenabschirmung beim Betrieb der Nieder-
druck-Quecksilberdampfentladungslampe so hoch,
dass zumindest nahezu verhindert wird, dass auf der
Elektrodenabschirmung deponiertes (Emitter-)Mate-
rial durch Verdampfung oder so genanntes Sputtern
der Elektrode(n) mit dem in der Entladung vorhande-
nen Quecksilber reagiert, um Amalgame zu bilden.
Die untere Grenze, 1,25 x d, des inneren Umfangs ds
der Elektrodenabschirmung, sorgt dafiir, dass (me-
chanisiertes) Montieren der Elektrodenabschirmung
nicht zu einem zu kleinen Zwischenraum zwischen
der Elektrodenabschirmung und der Elektrode fiihrt.
Ein innerer Umfang d; der Elektrodenabschirmung
unterhalb von 2,5 x d, sorgt dafiir, dass im Betrieb die
Temperatur des (Emitter-)Materials, das auf der Elek-
trodenabschirmung abgeschieden ist, im gewinsch-
ten Temperaturbereich liegt, um der Bildung von
Amalgamen effektiv entgenzuwirken.

[0012] Vorzugsweise ist die Elektrodenabschirmung
an einer dem Entladungsraum zugewandten Seite
mit einem Spalt versehen. Ein Spalt in der Elektro-
denabschirmung in Richtung der Entladung bewirkt
eine relativ kurze Entladungsstrecke zwischen den
Elektroden der Niederdruck-Quecksilberdampfentla-
dungslampe. Dies ist glinstig fir einen hohen Wir-
kungsgrad der Lampe. Der Spalt verlauft vorzugswei-
se parallel zur Symmetrieachse der Elektrodenab-
schirmung (so genannter lateraler Spalt in der Elek-
trodenabschirmung). Bei der bekannten Lampe sind
die Offnung oder der Spalt in der Elektrodenabschir-
mung vom Entladungsraum abgewandt. In einer al-
ternativen Ausfiihrungsform ist die Elektrodenab-
schirmung réhrenformig und nicht mit einem Spalt
versehen.

[0013] Ausflihrungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden
naher beschrieben.

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer Aus-
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fuhrungsform der erfindungsgemaen Nieder-
druck-Quecksilberdampfentladungslampe im Langs-
schnitt;

[0016] Fig. 2 ein Detail von Fig. 1, das teilweise
perspektivisch gezeichnet ist;

[0017] Fig. 3A eine Ausfihrungsform der Elektro-
denabschirmung tber der Elektrode wie in Fig. 2 ge-
zeigt;

[0018] Fig. 3B eine alternative Ausflihrungsform
der Elektrodenabschirmung Uber der Elektrode wie in
Fig. 3A gezeigt;

[0019] Fig. 4 den Quecksilberverbrauch einer Nie-
derdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit ei-
ner erfindungsgemafien Elektrodenabschirmung, be-
trieben mit einem Kaltstartvorschaltgerat mit kurzen
Zyklus, im Vergleich zum Quecksilberverbrauch einer
bekannten Entladungslampe und

[0020] Fig. 5 den Quecksilberverbrauch einer Nie-
derdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit ei-
ner erfindungsgemafien Elektrodenabschirmung, be-
trieben mit einem gedimmten Vorschaltgerat mit lan-
gem Zyklus, im Vergleich zum Quecksilberverbrauch
einer bekannten Entladungslampe.

[0021] Die Zeichnung ist rein schematisch und nicht
malstabsgetreu. Insbesondere sind der Deutlichkeit
halber einige Abmessungen stark Ubertrieben. In der
Zeichnung beziehen sich gleiche Bezugszeichen so-
weit wie mdglich auf gleiche Teile.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Niederdruck-Quecksilber-
dampfentladungslampe mit einem Glasentladungs-
gefald 10, das Uber einer Langsachse 2 einen réhren-
formigen Abschnitt 11 hat, welches Entladungsgefay
in dem Entladungsgefal® 10 erzeugte Ladung Uber-
tragt und mit einem ersten und einem zweiten En-
dabschnitt 12a bzw. 12b versehen ist. In diesem Bei-
spiel hat der réhrenférmige Teil 11 eine Lange von
120 cm und einen Innendurchmesser von 24 mm.
Das Entladungsgefa® 10 umschliel3t gasdicht einen
Entladungsraum 13, der eine Fillung aus 1 mg
Quecksilber und einem Edelgas, beispielsweise Ar-
gon enthalt. Die Wandung des réhrenférmigen Teils
ist im Allgemeinen mit einer Leuchtschicht bedeckt
(in Fig. 1 nicht abgebildet), die einen Leuchtstoff ent-
halt (beispielsweise ein Fluoreszenzpulver), der das
ultraviolette (UV-)Licht, das durch Ruckfallen des an-
geregten Quecksilbers erzeugt worden ist, in (im All-
gemeinen) sichtbares Licht umwandelt. Die En-
dabschnitte 12a; 12b tragen je eine Elektrode 20a;
20b, die im Entladungsraum 13 angeordnet ist. Die
Elektrode 20a; 20b ist eine Wicklung aus Wolfram,
die mit einer Elektronen emittierenden Substanz be-
deckt ist, in diesem Fall eine Mischung aus Bariumo-
xid, Calciumoxid und Strontiumoxid. Die Stromzu-
fuhrleiter 30a, 30a'; 30b, 30b' der Elekiroden 20a
bzw. 20b durchlaufen die Endabschnitte 12a; 12b
und erstrecken sich unter dem Entladungsgefaf} 10.
Die Stromzufiuhrleiter 30a, 30a'; 30b, 30b' sind mit
Kontaktstiften 31a, 31a"; 31b, 31b' verbunden, die an
einem Lampensockel 32a, 32b befestigt sind. Im All-
gemeinen ist um jede Elektrode 20a; 20b ein Elektro-

denring angeordnet (in Fig. 1 nicht abgebildet), auf
dem eine Glaskapsel zum Dosieren von Quecksilber
eingeklemmt ist. In einer alternativen Ausfuhrungs-
form wird ein Quecksilber enthaltendes Amalgam
und eine Legierung aus PbBiSn in einem Pumprohr
vorgesehen, das mit dem Entladungsgefa 10 in Ver-
bindung steht.

[0023] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist die
Elektrode 20a; 20b von einer Elektrodenabschir-
mung 22a; 22b mit einer Lange 1, umgeben, welche
Elektrodenabschirmung erfindungsgemaf aus einem
Keramikmaterial hergestellt wird. Fig. 2 ist eine teil-
weise perspektivische Ansicht eines in Fig. 1 gezeig-
ten Details, wobei der Endabschnitt 12a Uber die
Stromzufihrleiter 30a, 30a' die Elektrode 20a tragt.
Die Elektrode 20a wird von einer réhrenférmigen
Elektrodenabschirmung 22a umgeben, die von ei-
nem Stutzdraht 26a, der in dem Endabschnitt 12a
vorgesehen ist, getragen wird. Fig. 3A und 3B sind
Querschnittsansichten von zwei Ausflihrungsformen
der réhrenformigen Elektrodenabschirmung 22a. Die
in Fig. 3A und 3B gezeigten Querschnittsansichten
sind relativ zur Langsachse 2 in Fig. 2 um 90° ge-
dreht. Die Elektrode 20a wird sehr schematisch als
Teil einer Windung dargestellt, wobei die genannte
Elektrode einen aufieren Umfang hat, der mit de be-
zeichnet wird. Die zylindersymmetrische Elektroden-
abschirmung 20a hat einen inneren Umfang, der mit
d, bezeichnet wird. Bei einer alternativen Ausfiih-
rungsform kann die Elektrodenabschirmung auch
eine (regelmaflige) Polygonform haben, beispiels-
weise eine zumindest kubische oder hexagonale
Elektrodenabschirmung. Auf der der Entladungslam-
pe zugewandten Seite ist die Elektrodenabschirmung
22a mit einem seitlichen Spalt 25a; 25a' versehen mit
einer Offnung, die mit d,, bezeichnet wird. Bei einer
besonders bevorzugten Ausfuhrungsform hat die
Elektrode 20a einen AuRendurchmesser d, = 2 mm,
die Elektrodenabschirmung eine Lange 1, = 8 mm
und einen AuRendurchmesser d, = 3 mm. Ein geeig-
neter Auflendurchmesser der Elektrodenabschir-
mung ist 4 mm. Bei gegebenem Durchmesser der
Elektrode gilt dass d, = 1,5 x d, und ein innerer Um-
fang ds der Elektrodenabschirmung (22a) die Bezie-
hung erfullt:

1,25 xd,<d, <25xd,

wobei d, einen dulReren Umfang der Elektrode (20a;
20b) darstellt.

[0024] Die Elektrodenabschirmung verhindert, dass
(Emitter-)Material, das aus der Elektrode stammt, auf
der inneren Wandung des Entladungsgefalies abge-
schieden wird, sodass unerwilnschte Schwarzung
verhindert wird. Aufgrund der erfindungsgemafRen
Elektrodenabschirmung ist die Temperatur von auf
der Keramikelektrodenabschirmung abgeschiede-
nem (Emitter-)Material beim Betrieb der Nieder-
druck-Quecksilberdampfentladungslampe so hoch,
dass das Material keine quecksilberhaltigen Amalga-
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me bilden kann, sodass eine erhebliche Verringerung
im Quecksilberverbrauch der Lampe erreicht wird.
[0025] Experimente haben gezeigt, dass eine Nie-
derdruck-Quecksilberdampfentladungslampe,  die
mit einer rohrenférmigen Elektrodenabschirmung
aus DGA versehen ist, welche um die Elektrode her-
um angebracht ist, nach 100 Brennstunden mit einem
so genannten hochfrequenzregelnden (HFR) dim-
menden Vorschaltgerat einen Quecksilberverbrauch
im Bereich der Elektrode von weniger als 2 ug auf-
weist, wahrend eine mit der bekannten Elektrodenab-
schirmung versehene Bezugslampe einen Quecksil-
berverbrauch im Bereich der Elektrode von mehr als
20 pg aufweist. Nach 10.000 Brennstunden kdénnen
die mit einem solchen Vorschaltgerat betriebenen
Bezugslampen durch Mangel an Quecksilber nicht
mehr gestartet werden. Eine solche Nutzlebensdauer
ist wesentlich kurzer als die Ubliche Nutzlebensdauer
dieser Entladungslampen, die ungefahr 17.000 Stun-
den betragt. Niederdruck-Quecksilberdampfentla-
dungslampen mit einer Keramikelektrodenabschir-
mung, die die Elektroden umgibt, erfiillen die vorge-
schriebene Nutzlebensdauerspezifikation.

[0026] In weiteren Experimenten wurden erfin-
dungsgemal hergestellte Nieder druck-Quecksilber-
dampfentladungslampen mit bekannten Entladungs-
lampen verglichen. In Fig. 4 wird der Quecksilberver-
brauch einer Niederdruck-Quecksilberdampfentla-
dungslampe mit einer erfindungsgemafRen Elektro-
denabschirmung mit dem Quecksilberverbrauch ei-
ner bekannten Entladungslampe verglichen, wobei
die Entladungslampen mit einem so genannten Kalt-
startvorschaltgerat mit kurzem Schaltzyklus betrie-
ben werden, bei dem die Lampe abwechselnd 15 Mi-
nuten brennt und 5 Minuten ausgeschaltet wird. Nach
tausend Brennstunden wies die mit einer rohrenfor-
migen  DGA-Elektrodenabschirmung versehene
Elektrode einen Quecksilberverbrauch im Bereich
der Elektrode von 25 ug auf (Kurve a), wahrend die
bekannte Elektrode einen Quecksilberverbrauch im
Bereich der Elektrode von 148 ug (Kurve b) aufwies.
Die Verwendung der erfindungsgemafen DGA-R&h-
re bewirkt, dass der Quecksilberverbrauch im Be-
reich der Elektrode um ungefahr 70% verringert wird.
In Fig. 5 wird der Quecksilberverbrauch einer Nieder-
druck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einer
Elektrodenabschirmung gemafl der Erfindung mit
dem Quecksilberverbrauch einer bekannten Entla-
dungslampe verglichen, wobei die Entladungslam-
pen mit einem gedimmten Vorschaltgerat 1250 Stun-
den lang mit einem langen Schaltzyklus betrieben
wurden, bei dem die Lampen abwechselnd 165 Minu-
ten brannten und 15 Minuten abgeschaltet wurden.
Nach 1000 Brennstunden wies die Elektrode mit ei-
ner rohrenférmigen DGA-Elektrodenabschirmung im
Bereich der Elektrode einen Quecksilberverbrauch
von 25 ug auf (Kurve a'), wahrend die bekannte Lam-
pe einen Quecksilberverbrauch im Bereich der Elek-
trode von 225 g aufwies (Kurve b'). Dieser Vergleich
zeigt, dass die bekannte Entladungslampe wahrend

ihrer Nutzlebensdauer einen viel grofieren Quecksil-
berverbrauch hat als die mit einer erfindungsgema-
Ren Elektrodenabschirmung versehene Entladungs-
lampe.

[0027] Es wird deutlich sein, dass im Rahmen der
Erfindung fiir den Fachkundigen viele Varianten még-
lich sind. Das Entladungsgefaf} braucht nicht notwen-
digerweise langlich und réhrenfdrmig zu sein, es
kann auch andere Formen annehmen. Insbesondere
kann das Entladungsgefal® eine gebogene Form ha-
ben (beispielsweise maanderférmig).

[0028] Die Erfindung liegt in jedem kennzeichnen-
den Merkmal und jeder Kombi nation von kennzeich-
nenden Merkmalen.

INSCHRIFT DER ZEICHNUNG

FIG. 4,5
hours Stunden
Patentanspriiche
1. Niederdruck-Quecksilberdampfentladungs-

lampe mit einem Entladungsgefaf (10),

welches Entladungsgefal? (10) einen Entladungs-
raum (13), der eine Fullung aus Quecksilber und ein
Edelgas enthalt, gasdicht umschlief3t,

wobei im Entladungsraum (13) Elektroden (20a; 20b)
zum Erzeugen und Aufrechterhalten einer Entladung
in dem genannten Entladungsraum (13) angeordnet
sind,

und wobei eine Elektrodenabschirmung (22a) zumin-
dest eine der Elektroden (20a; 20b) zumindest nahe-
zu umgibt,

dadurch gekennzeichnet, dass,

die Elektrodenabschirmung (22a) aus einem Kera-
mikmaterial hergestellt ist.

2. Niederdruck-Quecksilberdampfentladungslam
pe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Keramikmaterial Aluminiumoxid umfasst.

3. Niederdruck-Quecksilberdampfentladungslam
pe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektrodenabschirmung (22a) réhrenférmig
ist.

4. Niederdruck-Quecksilberdampfentladungslam
pe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
ein innerer Umfang d, der Elektrodenabschirmung
(22a) die Beziehung erfullt:

125xd,<d,<25xd,,

wobei d, einen duleren Umfang der Elektrode (20a;
20b) darstellt.

5. Niederdruck-Quecksilberdampfentladungslam
pe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Elektrodenabschirmung (22a) an einer dem Ent-
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ladungsraum (13) zugewandten Seite mit einem
Spalt (25a; 25a") versehen ist.

6. Niederdruck-Quecksilberdampfentladungslam
pe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Spalt (25a) in lateraler Richtung verlauft und eine
Breite von zumindest nahezu 1 mm hat.

7. Niederdruck-Quecksilberdampfentladungslam
pe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass im Betrieb die Temperatur der Elektrodenab-
schirmung (22a) héher ist als 250°C.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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